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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Integriertes Halbieiterbauelement 

@ Inegriertes Halbieiterbauelement vom BGA-Gehause- 
typ, das folgendes aufweist: ein Kernmaterial aus einem 
Halbleiterchip (1) und einer den Chip (1) umgebenden 
Vergu&harzschicht (5); und Oberflachenmaterialien aus 
einer Tragerbasis (3) und einer Verstarkungsbasis (4) zur 
Reaiisierung einer Sandwichstruktur, so dafS eine hohe 
Steifigkeit gegen eine Biegebeanspruchung erzielt wird 
und hohe Zuverlassigkeit bei Verbindung mit einer ge- 
druckten Leiterplatte, in die das integrierte Halbieiterbau- 
element eingebaut wird, auch im Fall einer Temperatur- 
wechselbeanspruchung erreicht wird. Das integrierte 
Halbieiterbauelement bietet somit hohe Steifigkeit gegen 
Biegebeanspruchung und hohe Zuverlassigkeit bei Ver- 
bindung mit der gedruckten Leiterplatte. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein integriertes Halbleiterbauele- 
ment, dessen Gehause die Struktur einer Kugelmatrixanord- 
nung hat, und zwar speziell ein integriertes Halbleiterbau- 
element, bei dem die Verbindung zwischen demintegrierten 
Halbleiterbauelement und einer gedruckten Leiterplatte, in 
die das Halbleiterbauelement eingesetzt ist, zuverlassig ist. 
AuBerdem betrifft die Erfindung ein integriertes Halbleiter- 
bauelement, das diinn ist und hohe Biegesteifigkeit hat. 

Seit einigen Jahren ward die Anzahl von AnschluBstiften, 
die in einem integrierten Halbleiterbauelement verweridet 
werden, immer groBer. Daher wird herkommlich ein Ge- 
hause mit einer Kugelraster- bzw. Kugelmatrixstruktur 
(nachstehend als BGA-Gehause (BGA = ball grid array) be- 
zeichnet) verwendet, wobei leitfahige AnschluBelemente 
mit Kugelgestalt als auBere Verbindungselemente in Form 
einer Matrixanordnung ausgebildet sind. Ein solches BGA- 
Gehause ist von Bedeutung, weil es die steigenden Anforde- 
rungen an die Gehause, wie etwa die Erhohung der Anzahl 
von AnschluBstiften, die Miniaturisierung und einen diinnen 
Korper, erfullen kann. 

Die Fig. 9 bzw. 10 zeigen Ausbildungen eines herkomm- 
lichen BGA-Gehauses. Das in Fig. 9 gezeigte BGA-Ge- 
hause ist von einer Bauart, bei der eine leitfahige AnschluB- 
stelle, die auf einer Hauptoberflache eines Halbleiterchips 1 
vorgesehen ist, mit Leitern 6 durch einen leitfahigen Kleb- 
stoff 9 an einer Oberflachenseite einer Tragerbasis 3 elek- 
trisch verbunden ist und auBere Ausgangsanschlusse 8 an 
dem Leiter 6 an der anderen Oberflachenseite der Tragerba- 
sis 3 vorgesehen sind.. 

Andererseits ist das BGA-Gehause, das in Fig. 10 gezeigt 
ist, von einer Bauart, bei der eine auf einer Hauptoberflache 
eines Halbleiterchips 1 vorgesehene Bondinsel mit Leitern 6 
durch Bonddrahte 7 mit einer Oberflachenseite einer Trager- 
basis 3 elektrisch verbunden ist und auBere Ausgangsan- 
schlusse 8 an dem Leiter 6 an der anderen Oberflachenseite 
der Tragerbasis 3 vorgesehen sind. 

In den Fig. 9 und 10 bezeichnet 2 eine Chipkontaktflache, 
und 5 bezeichnet eine VerguBharzschicht. 

Vor kurzem hat sich jedoch gezeigt, daB es ein Zuverlas- 
sigkeitsproblem bei der Verbindung zwischen einem sol- 
chen BGA-Gehause und einer gedruckten Leiterplatte, in 
die das BGA-Gehause eingesetzt ist, gibt. Beispielsweise 
wird in Nikkei Electronics (Vol, 1997.7.28 (Nr. 695), S. 19 
bis 20) berichtet, daB aufgrund eines Unterschieds der War- 
meausdehnungszahlen zwischen einem aus Silicium beste- 
henden Halbleiterchip 1 und einem Zwischenelement (nach- 
stehend als Tragerbasis bezeichnet), auf dem der Halbleiter- 
chip direkt installiert ist, die groBte Formanderung in einem 
zentralen Bereich des BGA-Gehauses auftritt, der einem un- 
teren Bereich des Halbleiterchips 1 entspricht, nachdem ein 
Temperaturwechselbeanspruchungs-Test durchgeftihrt wor- 
den ist, und daB deshalb Lotkugeln, die das Gehause mit ei- 
ner gedruckten Leiterplatte verbinden, in die das Gehause 
eingebaut ist, infolge von Ernuidung zum Bruch tendieren. 

Insbesondere gibt es, wie Fig. 11 zeigt, die Erscheinung, 
daB ein zentraler Bereich an einer anderen Seite als derjeni- 
gen, auf der ein Halbleiterchip 1 vorgesehen ist (also an der 
Seite, an der auBere Verbindungsanschlusse 8 vorgesehen 
sind), sich wblbt, wenn eine Tragerbasis 3 eine grbBere 
Wanneausdehnungszahl als der Halbleiterchip 1 hat. Die 
auBeren Verbindungsanschlusse 8 aus Lotkugeln, die in dem 
zentralen Bereich vorgesehen sind, nehmen eine groBe Bela- 
stung auf, und daher tritt die Erscheinung auf, daB an einer 
Grenzflache zwischen den Lotkugeln 8, die in dem zentralen 
Bereich positioniert sind, und der gedruckten Leiterplatte 10 
oder in den Lotkugeln 8 selbst ein RiB gebildet wird. Damit 



wird das Gehause zerstort. 

Um andererseits eine Auswirkung von thermischen Bean- 
spruchungen zu vermeiden, die durch den Unterschied in 
den Warmeausdehnungszahlen zwischen der Tragerbasis 3 

5 und der gedruckten Leiterplatte 10 verursacht wird, wurde 
vorgeschlagen, faserverstarkten Kunststoff fur die Tragerba- 
sis 3 zu verwenden. Wenn jedoch die aus faserverstarktem 
Kunststoff hergestellte'Tragerbasis 3 verwendet wird, dann 
wird die Formanderung des zentralen Bereichs des BGA- 

10 Gehauses, die durch den genannten Unterschied der Warme- 
ausdehnungszahlen hervorgerufen wird, so groB, daB das 
Problem der Zuverlassigkeit der Verbindung irn Hinblick 
auf die Formanderung schwerwiegend wird. 

Als nachstes wurde Keramikmaterial fur die Tragerbasis 

15 3 verwendet, wobei gleichzeitig etwas von der Wirkung der 
Warmebeanspruchung verlorenging, die durch den Unter- 
schied in den Warmeausdehnungszahlen der Tragerbasis 3 
und der gedruckten Leiterplatte 10 verursacht wird. In die- 
sem Fall war der Unterschied zwischen der Warmeausdeh- 

20 nungszahl des Halbleiterchips 1 und derjenigen der Trager- 
basis 3 klein, und die Formanderung des BGA-Gehauses in 
seinem zentralen Bereich, die durch den Unterschied der 
Warmeausdehnungszahlen hervorgerufen wurde, nahm ab. 
Die Formanderung kann aber nicht vollstandig eliminiert 

25 werden, und Probleme, wie Risse und Briiche in den Lotku- 
geln 8, gab es immer noch, obwohl das AusmaB der Pro- 
bleme sich anderte. 

Die vorliegende Erfindung dient dem Zweck, die dem 
Stand der Technik innewohnenden, oben angegebenen Pro- 

30 bleme zu losen. 

Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines inte- 
grierten Halbleiterbauelements, das ein BGA-Gehause auf- 
weist. das unter Temperaturwechselbeanspruchungen eine 
hohe Zuverlassigkeit bei Verbindung mit einer gedruckten 

35 Leiterplatte hat, in die das Gehause eingesetzt ist. 

Ein Vorteil der Erfindung ist dabei die Bereitstellung ei- 
nes integrierten Halbleiterbauelements, das ein BGA-Ge- 
hause aufweist, das diinn ist und eine ausreichende Steifig- 
keit hat, um einer Biegebeanspruchung standzuhalten. 

40 GemaB einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein inte- 
griertes Halbleiterbauelement angegeben, das folgendes 
aufweist: einen Halbleiterchip, der eine Vielzahl von An- 
schluBstellen hat; eine Vielzahl von Leitern, die mit der 
Vielzahl von AnschluBstellen elektrisch verbunden sind; 

45 und eine Vielzahl von auBeren AnschluBelementen mit einer 
kugelfbrrnigen Gestalt, die jeweils der Vielzahl von Leitern 
entsprechen, wobei das Halbleiterbauelement weiterhin fol- 
gendes aufweist: eine Abdichtungs- oder VerguBharz- 
schicht, die einen Umfang des Halbleiterchips umgibt; eine 

50 Tragerbasis; eine Verstarkungsbasis; und ist dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Halbleiterchip und die VerguBharz- 
schicht ein Kernmaterial bilden, die Tragerbasis und die 
Verstarkungsbasis Hautmaterialien sind, das Kernmaterial 
und die Hautmaterialien eine Sandwichstruktur bilden, die 

55 Verbinduhgen von Leitern mit den AnschluBstellen an einer 
Oberflache der Tragerbasis vorgesehen sind, die Leiter an 
der anderen Oberflache der Tragerbasis vorgesehen sind, 
und die auBeren AnschluBelemente an der anderen Oberfla- 
che der Tragerbasis vorgesehen sind. 

60 GemaB einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein in- 
tegriertes Halbleiterbauelement gemaB dem ersten Aspekt 
der Erfindung bereitgestellt, wobei die Vielzahl von An- 
schluBstellen in dem Halbleiterchip und die Vielzahl von 
Leitern durch Bonddrahte elektrisch miteinander verbunden 

65 sind, und wobei der Halbleiterchip eingebaut ist durch haf- 
tende Anlage an der Oberflache der Tragerbasis unter Zwi- 
schenfiigung einer Chipkontaktstelle, die an der Tragerbasis 
vorgesehen ist. 
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GemaB einem dritten Aspekt der vorliegenden Erfindung 
wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem er- 
sten Aspekt der Erfindung angegeben, wobei die Vielzahl 
von AnschluBstellen in dem Halbleiterchip* und die Vielzahl 
von Leitern nur unter Zwischerifiigung von leitfahigem 5 
Klebstoff elektrisch miteinander verbunden sind. 

GemaB einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfindung 
wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem er- 
sten Aspekt der Erfindung angegeben, wobei die Vielzahl 
von Leitern, die an der anderen Oberflache der Tragerbasis 10 
vorgesehen sind, in Form einer Gitterrnatrix angeordnet 
sind,. die eine Vielzahl von Reihen und eine Vielzahl von 
Spalten hat. 

GemaB einem funften Aspekt der vorliegenden Erfindung 
wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem er- 15 
sten Aspekt der Erfindung bereitgestellt, wobei die Verstar- 
kungsbasis in die VerguBharzschicht eingebettet ist. 

GemaB einem sechsten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem 
ersten Aspekt der Erfindung bereitgestellt, wobei die Di- 20 
stanz von einer Mittelebene in bezug auf die Dickenrichtung 
des Halbleiterchips zu der Verstarkungsbasis die gleiche ist 
wie die Distanz von der Mittelebene zu der Tragerbasis. 

GemaB einem siebten Aspekt der vorliegenden Erfindung 
wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem er- 25 
sten Aspekt der Erfindung angegeben, wobei die Tragerba- 
sis und die Verstarkungsbasis identische Gestalt haben und 
in Positionen angeordnet sind, die in bezug auf eine Mittel- 
ebene der Sandwichstruktur symmetrisch sind. 

GemaB einem achten Aspekt der vorliegenden Erfindung 30 
wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem er- 
sten Aspekt der Erfindung bereitgestellt, wobei die Trager- 
basis aus faserverstarktem Kunststoff besteht. 

GemaB einem neunten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung wird ein integriertes Halbleiterbauelement angegeben, 35 
das folgendes aufweist: einen Halbleiterchip, der eine Viel- 
zahl von AnschluBstellen hat; eine Vielzahl von Leitern, die 
mil der Vielzahl von AnschluBstellen elektrisch verbunden 
sind: und eine Vielzahl von auBeren AnschluBelementen mit 
einer kugelformigen Gestalt, die jeweils der Vielzahl von 40 
Leitern entsprechen, wobei das Halbleiterbauelement wei- 
terhin folgendes aufweist: eine erste isolierende KlebstofY- 
schicht; eine zweite isolierende Klebstoffschicht; eine Tra- 
gerbasis, die an dem Halbleiterchip unter Zwischerifiigung 
der ersten isolierenden Klebstoffschicht haftet; eine Verstar- 45 
kungsbasis, die an dem Halbleiterchip unter Zwischenfii- 
gung der zweiten isolierenden Klebstoffschicht haftet, und 
ist dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip, die erste 
isolierende Klebstoffschicht und die zweite isolierende 
Klebstoffschicht ein Kern material bilden, die Tragerbasis 50 
und die Verstarkungsbasis Hautmaterialien sind, das Kem- 
material und das Hautmaterial eine Sandwichstruktur bil- 
den, die Verbindungen von Leitern mit den AnschluBflachen 
an einer Oberflache der Tragerbasis vorgesehen sind, die 
Leiter an der anderen Oberflache der Tragerbasis vorgese- 55 
hen sind, und die auBeren AnschluBelemente an der anderen 
Oberflache der Tragerbasis vorgesehen sind. 

GemaB einem zehnten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung wird ein integriertes Halbleiterbauelement gernaB dem 
neunten Aspekt der Erfindung bereitgestellt, wobei eine Ab- 60 
dichtungs- oder VerguBharzschicht so vorgesehen ist, daB 
sie den Halbleiterchip, die eine Oberflache der Tragerbasis, 
die erste isolierende Klebstoffschicht, die zweite isolierende 
Klebstoffschicht und die Verstarkungsbasis urngibt. 

GemaB einem elften Aspekt der Erfindung wird ein inte- 65 
griertes Halbleiterbauelement gernaB dem neunten Aspekt 
der Erfindung bereitgestellt, wobei die Vielzahl von Leitern, 
die in der anderen Oberflache der Tragerbasis vorgesehen 
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sind, in Form einer Gitterrnatrix mit einer Vielzahl von Rei- 
hen und einer Vielzahl von Spalten angeordnet sind. 

GemaB einem zwdlften Aspekt der Erfindung wird ein in- 
tegriertes Halbleiterbauelement gernaB dem neunten Aspekt 
der Erfindung bereitgestellt, wobei die Tragerbasis und die 
Verstarkungsbasis identische Gestalt haben und in Positio- 
nen angeordnet sind, die in bezug auf eine Mittelebene der 
Sandwichstruktur symmetrisch sind. 

GemaB einem dreizehnten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung wird ein integriertes Halbleiterbauelement nach dem 
neunten Aspekt der Erfindung angegeben, wobei die Trager- 
basis aus faserverstarktem Kunststoff besteht. 

Die Erfindung wird nachstehend, auch hinsichtlich weite- 
rer Merkmale und Vorteile, anhand der Beschreibung von 
Ausfuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf. die beilie- 
genden Zeichnungen naher erlautert. Die Zeichnungen zei- 
gen in: 

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Struktur des inte- 
grierten Haibleiterbauelements gernaB Beispiel 1 der Erfin- 
dung; 

Fig. 2 eine Draufsicht, die eine Anordnung von Leitern 6 
und von auBeren AnschluBelementen 8 gernaB Beispiel 1 
der Erfindung zeigt; 

Fig. 3 einen Querschnitt zur schematischen Erlauterung 
einer allgemein bekannten Sandwichstruktur; 

Fig. 4 einen Biegetest, der allgemein bekannt ist; 

Fig. 5 einen Querschnitt, der eine Struktur des integrier- 
ten Haibleiterbauelements gernaB Beispiel 2 der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 6 einen Querschnitt, der eine Struktur des integrier- 
ten Haibleiterbauelements gernaB Beispiel 3 der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 7 einen Querschnitt, der eine Struktur des integrier- 
ten Haibleiterbauelements gernaB Beispiel 4 derBrfindung 
zeigt; 

Fig. 8 einen Querschnitt, der eine Struktur des integrier- 
ten Haibleiterbauelements gernaB Beispiel 5 der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 9 einen Querschnitt, der ein herkommliches inte- 
griertes Halbleiterbauelement zeigt; 

Fig. 10 einen Querschnitt, der ein herkommliches inte- 
griertes Halbleiterbauelement zeigt; und 

Fig. 11 einen Querschnitt, der schematise*! die Formande- 
rung eines herkommlichen integrierten Haibleiterbauele- 
ments zeigt, die durch eine Temperaturwechselbeanspru- 
chung hervorgerufen ist. 

Es folgt nun eine genaue Beschreibung bevorzugter Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die 
Fig. 1 bis 11, wobei gleiche oder ahnliche Teile und Berei- 
che mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind und nicht 
mehrfach beschrieben werden. 

Beispiel 1 

Fig. 1 zeigt Beispiel 1 der Erfindung, wobei das Bezugs- 
zeichen 1 einen Halbleiterchip bezeichnet, der eine Vielzahl 
von AnschluBstellen (d. h. Bondinseln) an einer Hauptober- 
flache davon hat, und der Halbleiterchip besteht bei diesem 
Beispiel 1 aus einem halbleitenden Siliciumsubstrat. 3 ist 
eine Tragerbasis, und an einer Oberflache 3a davon ist der 
Halbleiterchip angeordnet, wobei die Tragerbasis aus einem 
faserverstarkten Kunststoff, wie etwa Glasfaserepoxid oder 
Aluminiumoxid-Keramik, besteht und bei diesem Beispiel 
eine Dicke von 0,2 mm hat. 2 ist eine Chipkontaktstelle, die 
mit Klebstoff an der einen Oberflache 3a der Tragerbasis 3 
angebracht ist. An der Chipkontaktstelle ist der Halbleiter- 
chip 1 rnittels Klebstoff, etwa durch Chipbonden, haftend 
angebracht. 
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6 bezeichnet eine Vielzahl von Leitern, die einer Vielzahl 
von AnschluBstellen 12 entsprechen, die in dem Halbleiter- 
chip 1 vorgesehen und elektrisch mit der jeweils entspre- 
chenden AnschluBstelle 12 verbunden sind, wobei die Leiter 
eine innere Leiteroberflache 6a haben, die an der Seite der 
einen Oberflache 3a der Tragerbasis 3 positioniert ist und 
mit der eine der AnschluBstellen 12 in dem Halbleiterchip 1 
elektrisch durch einen Bonddraht 7 verbunden ist, und eine 
auBere Leiteroberflache 6b haben, die an der Seite der ande- 
ren Oberflache 3b der Tragerbasis 3 positioniert ist. 

Die innere Leiteroberflache 6a und die auBere Leiterober- 
flache 6b sind iiber einen Verbindungsleiter 6c, der an der in- 
neren Oberflache eines in der Tragerbasis gebildeten Durch- 
gangslochs vorgesehen ist, elektrisch miteinander verbun- 
den. Die innere Leiteroberflache 6a ist ferner an der einen 
Oberflache 3a der Tragerbasis 3 mit einem vorbestimmten 
Muster einer Strukturierung ausgebildet, wie Fig* 2 zeigt. 
Die auBere Leiteroberflache 6b ist an der anderen Oberfla- 
che 3b der Tragerbasis 3 mit einer Rasternetzstruktur ausge- 
bildet, und zwar einer Matrix struktur mit einer Vielzahl von 
Reihen und einer Vielzahl von Spaiten, wie Fig. 2b zeigt. 
Das Material des Leiters 6 kann jedes leitfahige Material 
'sein, bevorzugt ein Metall, wie Kupfer, Gold, Silber und 
Aluminium. 

8 bezeichnet eine Vielzahl von auBeren Verbindungsele- 
menten rnit kugelformiger Gestalt, die der Vielzahl von Lei- 
tern 6 entsprechen und mit der auBeren Leiteroberflache 6b 
der jeweils entsprechenden Leiter 6 verbunden sind. Die je- 
weiligen auBeren AnschluBelemente 8 sind mit den entspre- 
chenden AnschluBstellen 12 des Halbleiterchips unter Zwi- 
schenfugung des entsprechende Leiters 6 und des entspre- 
chenden Bonddrahts 7 elektrisch verbunden. 5 bezeichnet 
eine Abdichtungs- oder VerguBharzschicht, die durch Ab- 
decken der einen Oberflache 3a der Tragerbasis 3 und des 
Halbleiterchips 1 gebildet ist, um den Halbleiterchip 1 und 
die Bonddrahte 7 zu schutzen, wobei die Abdichtungs- oder 
VerguBharzschicht gewohnlich aus Epoxidharz oder aus 
durch Denaturierung von Siliconharz hergestelltem Epoxid- 
harz besteht. 

4 bezeichnet eine Verstarkungsbasis, die gegeniiber der 
einen Oberflache 3a der Tragerbasis 3 mit der VerguBharz- 
schicht 5 dazwischen angeordnet ist, wobei die Verstar- 
kungsbasis aus dem gleichen Material wie die Tragerbasis 3 
oder einem Material mit der gleichen Warmeausdehnungs- 
zahl wie die Tragerbasis 3 besteht und die gleiche Gestalt 
(d. h. die gleichen Dimensionen) wie die Tragerbasis 3 hat. 
In Beispiel 1 besteht die Verstarkungsbasis aus faserver- 
starktem Kunststoff, wie etwa glasfaserverstarktem Epoxid- 
harz oder Aluminiumoxid-Keramik, und hat beispielsweise 
eine Dicke von 0,2 mm. 

Die VerguBharzschicht 5 ist durch Einfullen zwischen der 
Tragerbasis 3 und der Verstarkungsbasis 4 gebildet. Die Ver- 
guBharzschicht ist so gebildet, daB die mit dem Halbleiter- 
chip 1 versehene Tragerbasis 3 und die Verstarkungsbasis 4 
jeweils in einer Form angeordnet werden und danach die 
VerguBharzschicht durch Spritzpressen oder SpritzgieBen, 
das gewohnlich angewandt wird, eingefuilt und danach aus- 
gehartet wird. Hinsichtlich der Dicke der VerguBharzschicht 
5 sind die Lange (Distanz) zwischen der Mittelebene des 
Halbleiterchips 1 in der Dickenrichtung (der Ebene, die 
durch die Linie A- A hindurchgeht, die in der Fig. 1 gezeigt 
ist) und der Verstarkungsbasis 4 und die Lange (Distanz) 
zwischen dieser Mittelebene und einer Tragerbasis 3 gleich. 

In Fig. 1 bezeichnen die Bezugszeichen gleiche oder ahn- 
liche Teile oder Bereiche wie in den Fig. 9 und 10. 

Das so aufgebaute integrierte Halbleiterbauelement hat 
eine Sandwichstruktur, bestehend aus einem Kernmaterial, 
das den Halbleiterchip 1 und die VerguBharzschicht 5 um- 
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faBt, und Hautmaterialien aus der Tragerbasis 3 und der Ver- 
starkungsbasis 4. 

Daher tritt eine therrnische Beanspruchung zwischen dem 
Halbleiterchip 1 und der Tragerbasis 3 und eine therrnische 
5 Beanspruchung zwischen dem Halbleiterchip 1 und der Ver- 
starkungsbasis 4 auf infolge eines Unterschieds zwischen 
der Warmeausdehnungszahl des Halbleiterchips 1 (wenn 
der Chip aus Silicium besteht, ist die Warmeausdehnungs- 
zahl 4X10" 6 Grad -1 ) und der Tragerbasis 3 so wie der War- 

10 meausdehnungszahl des Halbleiterchips 1 urid der Verstar- 
kungsbasis 4 (wenn von den faserverstarkten Harzen glasfa- 
serverstarktes Epoxidharz verwendet wird, ist die Warme- 
ausdehnungszahl \6x\0~ 6 Grad -1 , u nd wenn Aluminium- 
oxid-Keramik verwendet wird, ist die Warrneausdehnungs- 

15 zahl 8x1 0" 6 Grad* 1 ). Die therrnische Beanspruchung in dem 
oberen Bereich in bezug auf die Mittelebene in der Dicken- 
richtung des Halbleiterchips 1 und die therrnische Beanspru- 
chung in dem unteren Bereich heben einander auf, so daB 
eine Formanderung aufgrund Von thermischer Beanspru- 

20 chung im Fall einer Temperaturwechselbeanspruchung usw. 
minimiert werden kann. 

Wie oben gesagt wird, ist es ferner dadurch,~rlaB das Bau- 
element eine Sandwichstruktur hat, moglich, eine hohe Bie- 
gesteifigkeit zu erzielen, die mit einer Struktur, die nur die 

25 Tragerbasis 3 verwendet, nicht zu erreichen ist. Anders aus- 
gedriickt, es ist unter der Voraussetzung, daB eine Biegebe- 
anspruchung in dem integrierten Halbleiterbauelement auf- 
tritt, moglich, den Grad der dabei erzeugten Formanderung 
auf einen so kleinen Wert zu begrenzen, daB er keine Pro- 

30 bleme verursacht. 

Wenn daher das so aufgebaute integrierte Halbleiterbau- 
element in die gedruckte Leiterplatte eingebaut ist, treten in 
dem auBeren AnschluBelement 8 weder Risse noch Briiche 
auf. 

35 Insbesondere wird der vorgenannte Effekt durch eine 
Temperaturwechselbeanspruchungs-Priifung einer Probe 
bestatigt, die die in Fig. 1 gezeigte Struktur hat. Sowohl die 
Tragerbasis 3 als auch die Verstarkungsbasis 4 sind aus ei- 
nem glas faserverstarkten Epoxidharz gebildet und haben 

40 eine Lange von 40 mm, eine Breite von 40 mm und eine 
Dicke von 2 mm, und der Halbleiterchip 1 ist ein Silicium- 
chip mit einer Lange von 15 mm, einer Breite von 15 mm 
und einer Dicke von 0,4 mm, so daB die Gesamtdicke des 
Pruflings eine Dicke von 1,2 mm ist, wobei der Raum zwi- 

45 schen der Tragerbasis 3 und der Verstarkungsbasis 4 mit 
dem VerguBharz 5 aus Epoxid ausgefullt ist. 

In der Tragerbasis 3 sind ferner die in den Fig. 2a und 2b 
gezeigten Strukturen in beiden Oberflachen der Tragerbasis 
durch Atzen einer Kupferfolie von 1 8 um gebildet. Lotkti- 

50 gelchen mit einem Durchmesser von ca. 0,5 mm sind so ge- 
bildet, daB sie als auBere AnschluBelemente 8 dienen. Der 
Prii fling ist in die gedruckte Leiterplatte aus glasfaserver- 
starktem Epoxidharz einer Dicke von 1,6 mm eingesetzt. 
Nach 1000 Testzyklen zwischen +85°C und -85°C konnte 

55 kein Problem beobachtet werden. Gleichzeitig wurde eine 
Vergleichsprobe, die keine Verstarkungsbasis 4 hatte und bei 
der die Tragerbasis 3 eine Dicke von 0,4 mm hatte, der Tem- 
peraturwechselbeanspruchung unter den identtschen Bedin- 
gungen unterzogen, und nach 1000 Zyklen hatte sich ein 

60 Lotkugelchenbereich abgetrennt. 

Wie oben angegeben, ist es moglich, ein groBes Trag- 
heitsmoment (1) dadurch zu erhalten, daB die Hautmateria- 
lien, die hohe Steifigkeit in bezug auf eine Biegebeanspru- 
chung haben, an beiden Seiten der Sandwichstruktur mit 

65 Abstand zwischengefugt sind. 

Das wird unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und 4 naher er- 
lautert. Fig. 3 ist ein Querschnitt einer ub lichen Sandwich- 
struktur, und Fig. 4 zeigt ein gewohnltches Biegepriifverfah- 
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ren der in Fig. 3 gezeigten Sandwichstruktur. Wenn bei der 
in Fig; 4 gezeigten Biegepriifung die beiden Seiten der 
Sandwichstruktur abgestiitzt sind und wenn auf ihre Ge- 
samtoberflache eine gleichformige Last P aufgebracht wird, 
dann ist ein Bereich, der eine maximale Durchbiegung in 
der Sandwichstruktur zeigt, der zentrale Bereich, und der 
Durchbiegungsgrad 5 ist durch die folgende Formel 1 gege- 
ben: 

S = 5PL 3 /384EI [1] 

wobei 8 das AusmaB der maximalen Durchbiegung bezeich- 
net P bezeichnet eine Last; L bezeichnet die Distanz zwi- 
schen den Abstiitzpunkten; E bezeichnet den Elastizkatsrno- 
dul; und I bezeichnet das Tragheitsmoment. 

Dabei 1st das Tragheitsmoment I ein Koefflzient, der die 
Biegesteifigkeit darstellt und durch die nachstehende For- 
me! 2 reprasentiert ist im Fall eines Tragers mit einer einfa- 
chen Struktur einer Hbhe H und einer Breite A: 

I=AH 3 /12 [2]. 

In der Sandwichstruktur von Fig. 3 ist daher das Trag- 
heitsmoment I der Hautmaterialien durch die folgende For- 
mel 3 reprasentiert: 

I = (AH 3 -Ah 3 )/12 [3]. 

Unter Berucksichtigung der vorstehenden Aspekte wurde 
der Formanderungsgrad als Ergebnis einer Biegebeanspru- 
chung erhalten, die auf das in Fig. 1 gezeigte integrierte 
Halbleiterbauelement aufgebracht wurde. Fur Vergleichs- 
zwecke wurde der Formanderungsgrad als Ergebnis einer 
Biegebeanspruchung in bezug auf das in Fig. 10 gezeigte in- 
tegrierte Halbleiterbauelement erhalten. 

Das in Fig. 1 gezeigte integrierte Halbleiterbauelement ist 
so ausgebildet, daB die Dicke sowohl der Tragerbasis 3 als 
auch der Verstarkungsbasis 4 den Wert 0,2 mm hat; die 
Breite A des Bauelements ist 40 mm; die Dicke H des Bau- 
elements ist 1,2 mm; die Last P ist 1 kgf; die Distanz L zwi- 
schen den Stutzpunkten ist 40 mm: und die Tragerbasis 3 
und die Verstarkungsbasis 4 bestehen aus glasfaserverstark- 
tem Epoxidharz (E = 3000 kgf/mm 2 ). Der Grad der maxima- 
len Durchbiegung 8 des integrierten Halbleiterbauelements, 
das wie oben hergestellt ist, wird angenahert erhalten unter 
Verwendung eines Modells (entsprechend Fig. 4), das die 
Last P aufnimmt, die durch die thermische Beanspruchung 
verursacht ist und gleichmaflig auf die gesainte Oberflache 
des Bauelements aufgebracht wird. 

Das in Fig. 10 gezeigte integrierte Halbleiterbauelement 
ist mit dem in Fig. 1 gezeigten identisch mit der Ausnahme, 
daB die Dicke der Tragerbasis 3 hier 0,4 mm ist. 

Infolgedessen ist der Grad der maximalen Durchbiegung 
8 des in Fig. 1 gezeigten integrierten Halbleiterbauelements 
0,069 mm, abgeleitet aus den oben angegebenen Formeln 1 
und 3, Andererseits ist der CJrad der maximalen Durchbie- 
gung 8 des integrierten Halbleiterbauelements, das in Fig. 
10 gezeigt ist, 1,3 mm nach den Formeln 1 und 2 (H = 
04 mm). Daher ist ersichtlich, daB der Grad der Formande- 
rung (der Grad der maximalen Durchbiegung 8), die aus ei- 
ner Biegebeanspruchung in dem integrierten Halbleiterbau- 
element resultiert, das die in Fig. 1 gezeigte Sandwichstruk- 
tur hat, gegenuber dem in Fig. 10 gezeigten integrierten 
Halbleiterbauelement verbessert, und zwar urn eine Verrin- 
gerung des Formanderungsgrads auf ca. 1/19 (ein Neun- 
zehntel). 

In dem Beispiel wird erlautert, daB fur die Tragerbasis 3 
und die Verstarkungsbasis 4 glasfaserverstarkres Epoxid- 



harz verwendet wird; die gleiche Wirkung kann erhalten 
werden, wenn andere als die genannten Materialien, bei- 
spielsweise Aluminiumoxid-Keramik, verwendet werden, 
weil die Auswirkung der Verbesserung des Formanderungs- 

5 grads in bezug auf eine Biegebeanspruchung durch das 
Tragheitsmoment I erhalten wird. 

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, ist bei dem inte- 
grierten Halbleiterbauelement, das wie oben erlautert aufge- 
baut ist, die Sandwichstruktur aus dem Kernmaterial des 

to Halbleiterchips 1 und der VerguBharzschicht 5 sowie aus 
dem Hautmaterial der Tragerbasis 3 und dem Hautmaterial 
der Verstarkungsbasis 4 gebildet, so daB eine hohe Biege- 
steifigkeit erzielbar ist, und die thermische Beanspruchung, 
die zwischen dem Halbleiterchip 1 und der Tragerbasis 3 er- 

15 zeugt wird, und die thermische Beanspruchung, die zwi- 
schen dem Halbleiterchip und der Verstarkungsbasis 4 er- 
zeugt wird, kann praktisch vemachlassigt werden, weil sich 
die thermische Beanspruchung in dem oberen Bereich und 
diejenige in dem unteren Bereich in bezug auf die Mittel- 

20 ebene in der Dickenrichtung des Halbleiterchips gegenseitig 
aufheben. 

Beispiel 2 

25 Fig. 5 zeigt ein Beispiel 2 der Erfindung, wobei sich die 
Dicke der VerguBharzschicht von derjenigen des Beispiels 1 
in Fig. 1 unterscheidet. Bei dem in Fig. 1 gezeigten inte- 
grierten Halbleiterbauelement sind die Lange (Distanz) von 
der Mittelebene A-A in der Dickenrichtung des Halbleiter- 

30 chips 1 zu der Tragerbasis 3 und die Lange (Distanz) von der 
Mittelebene A-A zu der Verstarkungsbasis 4 gleich. Bei dem 
integrierten Halbleiterbauelement von Beispiel. 2 jedoch ist 
die Distanz von der Mittelebene A-A in der Dickenrichtung 
des Halbleiterchips 1 zu der Verstarkungsbasis 4 von der Di- 

35 stanz von der Mittelebene A-A zu der Tragerbasis 3 ver- 
se hieden. . 

Anders ausgedruckt, das integrierte Halbleiterbauelement 
von Beispiel 2 ist so aufgebaut, daB die Distanz dl von der 
Mittelebene A-A in der Dickenrichtung des Halbleiterchips 

40 1 zu der Verstarkungsbasis 4 groBer als die Distanz d2 von 
der Mittelebene A-A zu der Tragerbasis 3 ist (dl > d2). In 
Fig. 5 sind fur gleiche oder ahnliche Bereiche wie in Fig. 1 
die gleichen Bezugszeichen verwendet. 

Bei dem so aufgebauten integrierten Halbleiterbauele- 

45 ment ist es moglich, die Formanderung durch eine thermi- 
sche Beanspruchung wahrend einer Temperaturwechselbe- 
anspruchung aufgrund der hohen Biegesteifigkeit der Sand- 
wichstruktur zu begrenzen im Vergleich mit dem herkomm- 
lichen integrierten Halbleiterbauelement von Fig. 10, so daB 

50 dann, wenn das Bauelement in eine gedruckte Leiterplatte 
eingesetzt ist, es moglich ist, Risse und Bruchstellen in dem 
externen AnschluBelement 8 im Vergleich mit Beispiel 1 zu 
begrenzen. 

Da in Beispiel 2 die Mittelebene des Halbleiterchips 1 
55 nicht in Ubereinstimmung mit der Mittelebene der Sand- 
wichstruktur ist und daher die Tragerbasis 3 von dem Halb- 
leiterchip 1 begrenzt ist, der eine niedrigere Warmeausdeh- 
nungszahl als die Tragerbasis 3 im Vergleich mit der Ver- 
starkungsbasis 4 hat, dehnt sich die Verstarkungsbasis 4 zurn 
60 Zeitpunkt einer Erwarmung (Ausdehnung) starker aus als 
die Tragerbasis 3, so daB das Bauelement insgesamt ver- 
formt wird und im oberen Bereich des Bauelements eine 
konvexe Gestalt erhalt, und zurn Zeitpunkt der Abkiihlung 
(Kontraktion) zieht sich die Verstarkungsbasis 4 starker zu- 
65 sammen als die Tragerbasis 3, so daB das Bauelement in sei- 
nem unteren Bereich zu einer konvexen Gestalt verfonnt 
wird. Es ist daher moglich, die Formanderung insgesamt, 
die aus einer Ternperaturanderung resultiert, dadurch zu be- 
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grenzen, daB die Gestalt und das Material der Verstarkungs- 
basis 4 und derTragerbasis 3 entsprechend ausgewahlt wer- 
den. Anders ausgedriickt, die Verstarkungsbasis 4 ist so aus- 
gebildet, daB: 

5 

(1) die Warmeausdehnungszahl der Verstarkungsbasis 
4 niedriger als die der Tragerbasis 3 ist; 

(2) der Elastizitatsmodul der Verstarkungsbasis 4 klei- 
ner als der der Tragerbasis 3 ist; 

(3) die Verstarkungsbasis 4 diinner als die Tragerbasis 10 
3 ist; und 

(4) die vorstehenden Punkte (1) bis (3) teilweise oder 
vollstandig miteinander kombiniert sind, so daB die in 
der Verstarkungsbasis 4 erzeugte thermische Beanspru- 
chung und die in der Tragerbasis 3 erzeugte thermische 15 
Beanspruchung gleich gemacht werden konnen. Somit 
gleichen die in der Verstarkungsbasis 4 in bezug auf die 
Mittelebene A-A in der Dickenrichtung des Halbleiter- 
chips 1 erzeugte thermische Beanspruchung und die in 
der Tragerbasis 3 in bezug auf die Mittelebene A-A in 20 
der Dickenrichtung des Halbleiterchips 1 erzeugte ther- 
mische Beanspruchung einander aus, so daB eine 
Formanderung, die insgesamt aus der Temperaturande- 
rung resultiert, auf einen niedrigen Wert vermindert 
werden kann. Daher kann die aus einer thermischen 25 
Beanspruchung zum Zeitpunkt einer Temperaturwech- 
selbeanspruchung resultierende Formanderung mini- 
miert werden. 

30 

Bei spiel 3 

Fig. 6 zeigt Beispiel 3 der Erfindung. Beispiel 3 ist ahn- 
lich wie Beispiel 1 von Fig. 1 aufgebaut, mit Ausnahme der 
nachstehenden Punkte. 35 

In Beispiel 1 werden die Bonddrahte 7 verwendet, um die 
AnschluBstellen 12 im Halbleiterchip 1 mit den inneren Lei- 
terflachen 6a der Leiter 6 elektrisch zu verbinden. In Bei- 
spiel 3 wird ein leitfahiger KlebstofT 9 direkt aufgebracht, 
um die AnschluBstellen 12 des Halbleiterchips 1 elektrisch 40 
mit den inneren Leiterflachen 6a der Leiter 6 zu verbinden. 

In Beispiel 3 ist die Dicke der VerguBharzschicht 5 so be- 
stimmt, daB die Lange (Distanz) zwischen der Mittelebene 
(der Ebene, die die Linie A-A enthalt, die in der Figur ge- 
zeigt ist) in der Dickenrichtung des Halbleiterchips 1 und 45 
der Verstarkungsbasis 4 gleich der Lange (Distanz) von der 
Mittelebene zu der Tragerbasis 3 wie in Beispiel 1 ist. In 
Fig. 6 werden fur gleiche oder ahnliche Bereiche die glei- 
chen Bezugszeichen wie in Fig. 1 verwendet. 

Bei dem so aufgebauten integrierten Halbleiterbauele- 50 
ment ist es moglich, eine Formanderung, die aus einer ther- 
mischen Beanspruchung resultiert, wie in Beispiel 1 zu mi- 
nimieren. Obwohl eine Beanspruchung erzeugt wird, gibt es 
die Wirkung der Begrenzung der Formanderung durch die 
Nutzung der hohen Biegesteifigkeit der Sandwichstruktur. 55 

Ferner sind die Distanz dl von der Mittelebene A-A in 
der Dickenrichtung des Halbleiterchips 1 zu der Verstar- 
kungsbasis 4 und die Distanz d2 von der Mittelebene A-A 
zu derTragerbasis 3 gleich. DieBeziehung zwischen dl und 
d2 kann jedoch dl > d2 wie in Beispiel 2 sein, und/oder die 60 
Verstarkungsbasis 4 kann eine andere Konstruktion als die 
Tragerbasis 3 haben. 

Beispiel 4 

65 

Fig. 7 zeigt Beispiel 4 der Erfindung. Beispiel 4 ist ahn- 
lich aufgebaut wie Beispiel 3, mit Ausnahme der nachste- 
henden Punkte. Dabei ist das Bauelement von Beispiel 3 so 
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aufgebaut. daB die VerguBharzschicht 5 zwischen dem Halb- 
leiterchip 1 und der Tragerbasis 3 sowie zwischen dem 
Halbleiterchip 1 und der Verstarkungsbasis 4 liegt. In Bei- 
spiel 4 ist sie jedoch so ausgebildet, daB der Halbleiterchip 1 
iiber eine erste isolierende Klebstoffschicht 11a an der einen 
Oberflache 3a der Tragerbasis 3 befestigt ist; die Verstar- 
kungsbasis 4 ist iiber eine zweite isolierende Klebstoff- 
schicht lib an einer der Hauptoberflachen des Halbleiter- 
chips 1 befestigt; und die seitlichen Oberflachen des Halb- 
leiterchips 1, der Tragerbasis 3, der ersten isolierenden 
Klebstoffschicht 11a, der zweiten isolierenden Klebstoff- 
schicht lib und der Verstarkungsbasis 4 sowie die obere 
Oberflache der Verstarkungsbasis sind mit der VerguBharz- 
schicht 5 beschichtet. In Fig. 7 sind fur gleiche oder ahnli- 
che Bereiche wie in Fig. 6 die gleichen Bezugszeichen ver- 
wendet. 

Bei dem so aufgebauten integrierten Halbleiterbauele- 
rnent ist es moglich, wie in Beispiel 1 eine durch eine ther- 
mische Beanspruchung hervorgerufene Formanderung zu 
minimieren. Obwohl die Beanspruchung auftritt, ist es mog- 
lich, die Wirkung zu erhalten, daB die Formanderung durch 
die hohe Biegesteifigkeit der Sandwichstruklur begrenzt 
wird. 

In Beispiel 4 sind die Materialien der ersten isolierenden 
Klebstoffschicht 11a und der zweiten isolierenden Kleb- 
stoffschicht lib nicht besonders eingeschrankt, solange die 
Tragerbasis 3 und der Halbleiterchip 1 aneinander haftend 
befestigt sind und die Verstarkungsbasis 4 und der Halblei- 
terchip 1 aneinander haftend befestigt sind. 

AuBerdem sind in Beispiel 4 die Distanz dl von der Mit- 
telebene A-A in der Dickenrichtung des Halbleiterchips 1 zu 
der Verstarkungsbasis 4 und die Distanz d2 von der Mittel- 
ebene A-A zu der Tragerbasis 3 gleich. Wie in Beispiel 2 
konnen jedoch dl und d2 eine Beziehung dl > d2 haben, 
und die Struktur der Verstarkungsbasis 4 und diejenige der 
Tragerbasis 3 konnen unterschiedlich sein. 

Beispiel 5 

In Fig. 8 ist Beispiel 5 gezeigt, das eine ahnliche Struktur 
wie Beispiel 1, mit Ausnahme der folgenden Punkte hat. In 
Beispiel 1 ist die VerguBharzschicht 5 nur zwischen derTra- 
gerbasis 3 und der Verstarkungsbasis 4 vorhanden. In Bei- 
spiel 5 jedoch ist die Ausbildung derart, daB die VerguBharz- 
schicht 5 den oberen Bereich der Verstarkungsbasis 4 be- 
deckt. Anders ausgedriickt, die Verstarkungsbasis 4 ist in die 
VerguBharzschicht 5 eingebettet. In Fig. 8 werden fur glei- 
che oder ahnliche Bereiche wie in Fig. 1 die gleichen Be- 
zugszeichen verwendet. 

Bei dem so aufgebauten integrierten Halbleiterbauele- 
ment ist es moglich, eine durch thermische Beanspruchung 
verursachte Formanderung ebenso wie in Beispiel 1 durch 
die Sandwichstruktur zu minimieren. Obwohl die Beanspru- 
chung auftritt, ist es moglich, die zweifache Wirkung zu er- 
zielen, daB riamlich .die Formanderung durch die hohe Bie- 
gesteifigkeit der Sandwichstruktur begrenzt wird und daB 
die Verstarkungsbasis 4 durch die VerguBharzschicht 5 ge- 
schutzt wird. 

Wie oben beschrieben, erhalt man bei dem ersten Aspekt 
der Erfindung die Wirkung, daB die Steifigkeit gegenuber ei- 
ner Biegebeanspruchung hoch ist, und die Zuverlassigkeit 
bei Verbindung mit einer gedruckten Leiterplatte, in die das 
integrierte Halbleiterbauelement tatsachlich eingebaut ist, 
ist selbst im Fall einer Ternperaturwechselbeanspruchung 
hoch, weil eine Sandwichstruktur aus einem Kernmaterial, 
das einen Halbleiterchip und eine VerguBharzschicht, die 
den Umfang des Halbleiterchips umgibt, aufweist, und aus 
Hautm ate ri alien der Tragerbasis und der Verstarkungsbasis 
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gebildet ist. 

GemaB dem zweiten Aspekt der Erfindung wird eine 
gleichartige Wirkung wie bei dem ersten Aspekt der Erfin- 
dung zusatzlich zu der Struktur des ersten Aspekts der Erfin- 
dung erhalten, weil die AnschluBstellen des Halbleiterchips 5 
und die Leiter durch die Bonddrahte elektrisch miteinander 
verbunden sind. 

GemaB dem dritten Aspekt der Erfindung wird eine 
gleichartige Auswirkung wie bei dem ersten Aspekt der Er- 
findung irn Vergleich mit dem ersten Aspekt der Erfindung 10 
erhalten, weil die AnschluBstellen des Halbleiterchips und 
die Leiter unter Zwischenfugung yon leitfahigem Klebstoff 
miteinander verbunden sind. 

GemaB dem vierten Aspekt der Erfindung wird ein ahnli- 
cher Effekt wie bei dem ersten Aspekt der Erfindung er- 15 
reicht, und auBerdem stellt sich der Effekt ein, daB viele au- 
Bere AnschluBstellen in einem schmalen Bereich im Ver- 
gleich mit dem ersten Aspekt der Erfindung positioniert sein 
kbnnen, weil das Bau element so ausgebildet ist, daB die 
Vielzahl von Leitern, die in der einen Oberflache der Trager- 20 
basis vorgesehen sind, in matrixartiger Gestalt mit einer 
Vielzahl von Reihen und einer Vielzahl von Spalten ange- 
ordnet sind. 

Bei dem funften Aspekt der Erfindung ergibt ein ahnli- 
cher Effekt wie bei dem ersten Aspekt der Erfindung sowie 25 
der Effekt, daB die Verstarkungsbasis im Vergleich mit dem 
ersten Aspekt der Erfindung geschiitzt ist, weil die Verstar- 
kungsbasis in die VerguBharzschicht eingebettet ist. 

Bei dem sechsten Aspekt der Erfindung erhalt man einen 
ahnlichen Effekt wie bei dem ersten Aspekt der Erfindung 30 
im Vergleich mit diesern ersten Aspekt, weil auBerdem vor- 
gesehen ist, daB die Distanz von der Mittelebene in der Dik- 
kenrichtung des Halbleiterchips gleich der Distanz von der 
Mittelebene zu der Tragerbasis ist. 

Bei dem siebten Aspekt der Erfindung erhalt man einen 35 
ahnlichen Effekt wie bei dem ersten Aspekt der Erfindung 
zusatzlich zu diesem ersten Aspekt, weil die Tragerbasis und 
die Verstarkungsbasis dieselbe Gestalt haben und weil die 
Tragerbasis und die Verstarkungsbasis in bezug auf die Mit- 
telebene der Sandwichstruktur symmetrisch angeordnet 40 
sind. 

Der achte Aspekt der Erfindung zeigt eine ahnliche Wir- 
kung wie der erste Aspekt der Erfindung und femer die Wir- 
kung, daB eine zwischen dem Bauelement und einer ge- 
druckten Leiterplatte, in die das Bauelement eingesetzt ist, 45 
erzeugte thermische Beanspruchung im wesentlichen igno- 
riert werden kann, weil die Tragerbasis aus faserverstarktem 
Kunststoff hergestellt ist. 

Bei dem neunten Aspekt der Erfindung stellen sich die 
Wirkungen ein, daB die S teifigkeit gegentiber einer Biegebe- 50 
anspruchung hoch ist und die Zuverlassigkeit bei Verbin- 
dung mit der gedruckten Leiterplatte, in die das Bauelement 
eingesetzt ist, auch zum Zeitpunkt einer thermischen Wech- 
selbeanspruchung hoch ist, und zwar aufgrund der Sand- 
wichstruktur, die aus dem Kemmaterial mit dem Halb leiter- 55 
chip und der Klebstoffschicht und den Hautmaterialien der 
Tragerbasis, die an dem Halbleiterchip unter Zwischenfu- 
gung einer der KlebstofTschichten befestigt ist, und der Ver- 
starkungsbasis, die an dem Halbleiterchip unter Zwischen- 
fugung einer der KlebstofTschichten befestigt ist, gebildet 60 
ist. 

Der zehnte Aspekt der Erfindung hat eine ahnliche Wir- 
kung wie der neunte Aspekt und ferner die Wirkung, daB der 
Halbleiterchip, eine Oberflache der Tragerbasis, die erste 
isolierende Klebstoffschicht, die zweite isolierende Kleb- 65 
stoffschicht und die Verstarkungsbasis zusatzlich zu dem 
neunten Aspekt der Erfindung geschiitzt sind, weil die Ver- 
guBharzschicht so vorgesehen ist. daB sie den Halbleiter- 
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chip, die Oberflache der Tragerbasis, die erste isolierende 
Klebstoffschicht, die zweite isolierende Klebstoffschicht 
und die Verstarkungsbasis bedeckt. 

Bei dem elf ten Aspekt der Erfindung ergibt sich ein ahn- 
licher Effekt wie bei dem neunten Aspekt der Erfindung, 
weil die auBeren Leiteroberflachen der Vielzahl von Leitern 
an einer Oberflache der Tragerbasis in Form eines Raster- 
felds bzw. einer Matrix mit einer Vielzahl von Reihen und 
einer Vielzahl von Spalten angeordnet sind. 

Bei dem zwolften Aspekt der Erfindung ergibt sich eine 
ahnliche Wirkung wie bei dem neunten Aspekt der Erfin- 
dung, weil die Tragerbasis und die Verstarkungsbasis die 
gleiche Gestalt haben und weil die Tragerbasis und die Ver- 
starkungsbasis in bezug auf die Mittelebene der Sandwich- 
struktur symmetrisch angeordnet sind. 

Bei dem dreizehnten Aspekt der Erfindung ergibt sich 
eine ahnliche Wirkung wie bei dem neunten Aspekt der Er- 
findung sowie die weitere Auswirkung, daB eine thermische 
Beanspruchung, die zwischen dem Bauelement und einer 
gedruckten Leiterplatte, in die das Bauelement eingesetzt 
ist, zusatzlich zu dem neunten Aspekt der Erfindung im we- 
sentlichen vernachlassigt werden kann, weil die Tragerbasis 
aus faserverstarktem Kunststoff besteht. 

Patentanspriiche 

1. Integriertes Halbleiterbauelement. das folgendes 
aufweist: 

- einen Halbleiterchip (1), der eine Vielzahl von 
AnschluBstellen (12) hat; 

- eine Vielzahl von Leitern (6), die mit der Viel- 
zahl von AnschluBstellen (12) elektrisch verbun- 
den sind; und 

- eine Vielzahl von externen Anschlufielernenten 
(8) mit Kugelgestalt, die jeweils der Vielzahl von 
Leitern (6) entsprechen; 

- eine VerguBharzschicht (5), die den Umfang 
des Halbleiterchips (1) umgibt; 

- eine Tragerbasis (3); und 

- eine Verstarkungsbasis (4), 
dadurch gekennzejchnet, 

daB der Halbleiterchip (1) und die VerguBharz- 
schicht (5) ein Kemmaterial bilden, 
daB die Tragerbasis (3) und die Verstarkungsbasis 
(4) Hautmaterialien sind, 

daB das Kemmaterial und die Hautmaterialien 
eine Sandwichstruktur bilden, 
daB die Verbindungen von Leitern (6) mit den An- 
schluBstellen (12) an der einen Oberflache (3a) 
der Tragerbasis (3) vorgesehen sind, 
daB die Leiter (6) an der anderen Oberflache (3b) 
der Tragerbasis (3) vorgesehen sind 
und daB die auBeren AnschluBelemente (8) an der 
anderen Oberflache (3b) der Tragerbasis (3) vor- 
gesehen sind. 

2. Integriertes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Vielzahl von An- 
schluBstellen (12) in dem Halbleiterchip (1) und die 
Vielzahl von Leitern (6) durch Bonddrahte (7) elek- 
trisch miteinander verbunden sind und daB der Halblei- 
terchip (1) durch Anbringen an der einen Oberflache 
(3a) der Tragerbasis unter Zwischenfugung einer Chip- 
kontaktstelle (2), die an der Tragerbasis (3) vorgesehen 
ist, befestigt ist. 

3. Integriertes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Vielzahl von An- 
schluBstellen (12) an dem Halbleiterchip (1) und die 

. Vielzahl von Leitern (6) unter Zwischenfugung von 
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leitfahigem Klebstoff (9) elektrisch miteinander ver- 
bunden sind. 

4. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vielzahl von Leitern (6), die an der anderen Oberflache 5 
(3b) der Tragerbasis (3) vorgesehen sind, in Form einer 
Rasteranordnung rnit einer Vielzahl von Reihen und ei- 
ner Vielzahl von Spalten angeordnet ist. 

5. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die to 
Verstarkungsbasis (4) in die VerguBharzschicht (5) ein- 
gebettet ist. 

6. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Distanz von einer Mittelebene A-A in bezug auf die 15 
Dickenrichtung des Halbleiterchips (1) zu der Verstar- 
kungsbasis (4) gleich einer Distanz von der Mittel- 
ebene A-A zu der Tragerbasis (3) ist. 

7. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 20 
Tragerbasis (3) und die Verstarkungsbasis (4) identi- 
sche Gestalt haben und in bezug auf eine Mittelebene 
A-A der Sandwichstruktur in symmetrischen Positio- 
nen angeordnet sind. 

8. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 25 
Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Tragerbasis (3) aus faserverstarktem Kunststoff be- 
steht. 

9. Integriertes Halbleiterbauelement, jdas folgendes 
aufweist: 30 

- einen Halbleiterchip (1) mit einer Vielzahl von 
AnschluBstellen (12); 

- eine Vielzahl von Leitern (6), die mit der Viel- 
zahl von AnschluBstellen (12) elektrisch verbun- 
den sind; und 35 

- eine Vielzahl von externen AnschluBelementen 
(8) mit Kugelgestalt, die jeweils der Vielzahl von 
Leitern (6) entsprechen; 

- eine erste isolierende KlebstorTschicht (11a); 

- eine zweite isolierende Klebstoffschicht (lib); 40 

- eine Tragerbasis (3), die an dem Halbleiterchip 
(1) unter Zwischenfugung der ersten isolierenden 
Klebstoffschicht (11a) angebracht ist; 

- eine Verstarkungsbasis (4), die an dem Halblei- 
terchip (1) unter Zwischenfugung der zweiten iso- 45 
lierenden Klebstoffschicht (lib) angebracht ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Halbleiterchip (1), die erste isolierende 
Klebstoffschicht 11a) und die zweite isolierende 
Klebstoffschicht (lib) ein Kemmaterial bilden, 50 
daB die Tragerbasis (3) und die Verstarkungsbasis 
(4) Hautmaterialien bilden, 

daB das Kemmaterial (3) und die Hautmaterialien 
(4) eine Sandwichstruktur bilden, wobei die Ver- 
bindungen von Leitern (6) mit den AnschluBstel- 55 
len (12) an der einen Oberflache (3a) der Trager- 
basis (3) vorgesehen sind und die Leiter (6) an der 
anderen Oberflache (3b) der Tragerbasis (3) vor- 
gesehen sind, 

und daB die Vielzahl von auBeren AnschluBele- 60 
menten (8) an der anderen Oberflache (3b) der 
Tragerbasis (3) vorgesehen ist. 

10. Integriertes Halbleiterbauelement nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, daB eine VerguBharz- 
schicht (5) so vorgesehen ist, daB sie den Halb leiter- 65 
chip (1), die eine Oberflache (3a) der Tragerbasis (3), 
die erste isolierende Klebstoffschicht (11a), die zweite 
isolierende KlebstorTschicht. (lib) und die Verstar- 
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kungsbasis (4) umgibt. 

11. Integriertes Halbleiterbauelement nach Anspruch 
9 oder Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vielzahl von Leitern (6), die an der anderen Pberflache 
(3b) der Tragerbasis (3) vorgesehen sind, in Form einer 
Rasteranordnung mit einer Vielzahl von Reihen und ei- 
ner Vielzahl von Spalten ausgebildet ist 

12. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Tragerbasis (3) und die Verstarkungsbasis (4) identi- 
sche Gestalt haben und in Positionen angeordnet sind, 
die in bezug auf eine Mittelebene A-A der Sandwich- 
struktur symmetrisch sind. 

13. Integriertes Halbleiterbauelement nach einem der 
Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Tragerbasis (3) aus faserverstarktem Kunststoff be- 
steht 
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